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Реферат:
1. В роботі представлено результати експериментального дослідження впливу ізовалентної домішки олова на
електрофізичні властивості кремнію при термо- та радіаційних обробках. Встановлено вплив легування
кремнію ізовалентною домішкою олова на процеси утворення і відпалу радіаційних і термічних дефектів.
Показано, що в кремнії з оловом зменшується енергія активації утворення та відпалу термодонорів, які
утворюються в процесі термообробки при 450 0С. Запропоновано модель вливу олова на перебіг процесів
утворення термодонорів, яка припускає існування метастабільного дефекту олово-кисень. Побудовано
теорію кінетики утворення термодонорів як в зразках з оловом, так і без нього. Показано також, що при
протонному (61 МеВ) опромінюванні вводяться два акцепторних електронних рівні, які пов'язані з оловом і
належать одному радіаційному дефекту, до складу якого входить вакансія. Виявлено, що радіаційні дефекти,
які відповідають за зміну часу життя носіїв струму при гама-опроміненні, в n-Si<Sn> є термостабільніші ніж в
n-Si без Sn.



2. The experimental results of isovalent impurity influence of tin on electrophysical properties of silicon under
thermal and radiation treatments are investigated in the work. The influence of tin-doping on the processes of
creation and annealing of thermal and radiation defects is found out. It is shown the activation energy of creation
and annealing of thermodonors decreases in the silicon with tin during thermal treatment at 450 0C. The model of
tin influence on the process of thermodonor creation is proposed. The model supposes the existence of
metastable defect of oxygen-tin. The theory of thermodonors creation kinetics in the samples as with tin as
without tin is created. The creation of two electron levels of acceptor type under the proton (61 Mev) irradiation is
also shown that are connected with the same radiation defect with the vacancy in its structure. It is shown the
radiation defects that are responsible for changing of life time of current carriers under gamma irradiation in n-
Si<Sn> are m ore thermostable than in n-Si without Sn.
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